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本研究グループではナノワイヤ(NW)及び多重量子殻活性層(MQS)を用いた LEDの研究を行っ

ている。MQS-LEDはメサ領域に隣接する NWを除去することでデバイス加工時に起因する高密

度の表面欠陥を持つ側壁の影響を最小限にすることができる。したがって micro-LED の課題で

ある EQE の減少を抑制できる可能性がある。本研究では micro-LED への応用を目指し、MQS-

LEDの発光面積を小さくした時のデバイス性能に及ぼす影響について調査した。 

Fig.1にデバイス断面構造図を示す。本構造では SiO2で電流狭窄をしており発光面積は SiO2の

開口部で決定した。開口部の面積はそれぞれ 10000、2500、900 µm2とした。評価法はオンチッ

プ状態で裏面からの発光強度およびスペクトルを測定した。また、電流値𝐼 [mA]、光出力𝑃0 [a.u.]、

発光波長λ[nm]、プランク定数 h、電荷素量 e、光速 cを用いて、EQE factor[a.u.](
𝑃0

𝐼

𝜆𝑒

ℎ𝑐
)を算出し

比較した。Fig.2および 3に EQE factorとピーク波長の電流密度依存性を示す。電流密度 50A/cm2

において発光面積の減少に伴う EQE factorの明確な減少は観察されなかった。これは、GaInN系

の LED は発光径が小さくなっても EQE が減少しにくいという特徴に加え[1]、エッチング加工

されたメサ側壁に、pn 接合が露出しない MQS-LED の構造的特長も有効に作用していると考え

られる。電流密度 300A/cm2においては発光面積によって EQE factorの値が増加したがこれは発

光面積の増加に伴い電流の広がりが悪くなったことが要因の一つではないかと考えている。ま

た 50A/cm2から 300A/cm2へ電流密度を増加させた場合に EQE factorが増加し、発光波長は短波

長側へシフトした。通常 NW は下部ほど InN モル分率が低く短波長化し発光強度が高くなる傾

向がある[2]。そのため電流密度の増加に伴い発光面が MQS下部へと拡大し、効率の高い短波長

の発光が支配的となったため EQE factorが増加したと考えられる。詳細は当日報告する。 
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